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【はじめに】 

我々はこれまで, GaNのプラズマ照射誘起欠陥の起源および導入メカニズムの解明を目的に,プ

ラズマ照射した GaNの電気的特性評価を行い，構成元素の窒素の変位が大きく関わっていること

を示してきた．今回，同じⅢ-Ⅴ族化合物半導体である GaAsについて比較実験を行い，欠陥の起

源および導入メカニズムについて検討したので報告する． 

 

【実験方法】 

実験には, Si添加 n型 GaNおよび GaAsを使用した. 貴ガスプラズマ照射を行い，作製したショ

ットキーダイオードの電気的特性を調べることで，導入された欠陥の特性を評価した．欠陥導入

メカニズムや，導入後の欠陥挙動を調べるために，紫外線照射やバイアスアニール実験も行った． 

 

【実験結果】 

Fig.1に，Arプラズマ照射した GaN，GaAsショットキーダイオードの I-V特性, キャリアプロ

ファイルを示す．キャリアプロファイル変化の結果から，GaN，GaAsともに，基板内部でキャリ

アの減少が確認され，同時に紫外線を照射することにより欠陥導入が促進されていることもわか

る．一方，I-V特性変化からは，GaNと GaAsとでは反対の傾向を示すことが確認できた．詳細に

ついては当日発表する予定である．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fig.1  Electrical properties of GaN and GaAs Schottky diodes with and without Ar-plasma treatment. 

(a) I-V curves of GaN diodes. (b) I-V curves of GaAs diodes. (c) Carrier profiles of GaN. (d) Carrier 

profiles of GaAs. 
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